Relacion

Transistores de Efecto Campo

. En el circuito de la figura 1, B1,=50pA/N?, B3=0.1MA/NV?, Vr11,=3V, Vi3=-2V.
Calcular el punto de operacion de todos los transistores.

. En el circuito de la figura 2, B,=9mA/N? B:=4mAN? V=1V, Vp=2V.
Calcular el punto de operacion de todos los transistores y el consumo de
potencia individual y total.

. Hallar B; y B> en el circuito de la figura 3, para que Vx=-3V y que la
disipacion de potencia en el circuito sea 200uW.
Datos V11=2V, V1o,=1V.

. En el circuito de la figura 4, R; —» o, Ay — o,y Vi > 0. Calcular:
a) La ganancia del circuito, G = Vo/Vi
b) Si la ganancia del circuito debe ser 9 < G < 55. Calcular los
margenes de variacion de R;.
Datos B =1 mA/V?, Re=9 KQ.

. En el circuito de la figura 5, estimar el valor de Vo paraa) Vi=-2V.yDb) Vi =
oV.

Datos: V1= -1 V., B,=0.8 mA/VZ. La anchura de M1 es 2 veces la de M2 pero
en lo demas son idénticos.

. Para un MOSFET B = 30 pA/VZ, y V1 = 0.8 V. a 25 °C. Hallar los valores de
estos parametros a —40 °C. Calcular el valor de la intensidad que circula por
el circuito de la figura 6 a las dos temperaturas anteriores.

. En el circuito de la figura 7, calcular Vi para que Vi = Vo.
Datos: V1= -3 V., V1= 2 V., B1 = B2, y = 0.37 VY2, 2|@| = 0.5 V.

. En el circuito de la figura 8, calcular Vi para que Vi = Vo. Calcular el
consumo de potencia. Suponiendo que Vi = 0 V, calcular Vo y la potencia
consumida. Repetir los calculos para Vi = Vpp.

Datos: Vrp=-1 V., V1= 1 V., Bp = Bn = 50uA/NVZ., Vpp =5 V., Ayp = 0.01 V',



